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a-C : 非晶質碳 (amorphous carbon) 

AFM : 原子力顯微技術 (atomic force microscopy) 

α : 有效發射面積(effeion emission area) 

B : 磁通密度（magnetic flux density） 

β : 電場增強因子(field enhancement factor) 

Ch        : 旋度向量 chiral vector 

CNTs : 碳奈米管 (carbon nanotubes) 

CVD      : 化學氣相沉積法 (chemical vapor deposition) 

Dc  : 單磁域晶粒尺寸或稱 Dc (single domain size) 

d : 電極到試片的距離 

ECR-CVD : 電子迴旋共振化學氣相沉積法 (electron cyclotron 

resonance chemical vapor deposition) 

EDS   : 能量散佈光譜儀 (energy dispersive spectrometer) 

H   : 矯頑磁場 (coercive foce) 

Hd      : 消磁場 (demagnetization field) 

HRTEM : 高解析度穿透式顯微技術 (high resolution transmission 

electron microscopy) 

pθ  : 順磁居里溫度 

I : 電流(current) 

κ                 : 單位體積磁化率 (volume susceptibility) 

Ks : 磁異向性常數 (anisotropy constant) 

μ        : 導磁率 (permeability) 



X 

m  : 物質之磁矩(moment) 

M  : 單位體積之磁化量 (magnetization intensity) 

MFM : 磁力顯微技術 (magnetic force microscopy) 

MWCNTs  : 多層奈米碳管 (mutli-walled carbon nanotube) 

Na,Nb,Nc : a,b,c三軸之消磁係數 (demagnetization factor or  

coefficient) 

Nd        : 消磁係數 (demagnetization factor or coefficient) 

PECVD   : 電漿輔助化學氣相沉積法 (plasma enhanced chemical  

vapor deposition) 

SEM      : 掃描式電子顯微技術 (scanning electron microscopy) 

SQUID    : 超導量子干涉儀 (superconducting quantum interference 

device magnetometer, 簡稱 SQUID) 

SWCNTs   : 單層奈米碳管 (single-walled carbon nanotube) 

TEM : 穿 透 式 電 子 顯 微 技 術  (transmission electron 

microscopy) 

Tc        : 居禮溫度(Curie temperature) 

TN        : Neel溫度 (Neel temperature) 

φ : 功函數(work function) 

V : 電壓(voltage) 

v         : 體積 (volume) 

ρ         : 密度 (density) 

χ         : 單位重量磁化率 (mass susceptibility) 
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